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В последние десятилетия большое внимание привлекают работы, посвященные изучению структур типа  металл оксид-полупроводник (МОП)-транзисторы с изолированным затвором работающих в подпороговом режиме, так как в таком режиме открываются возможности работы с ультранизкой мощностью в различных цифровых схемах. В таком режиме из-за очень малости стоковых токов влияние шумов может быт значительным [1 – 3]. В существующих до настоящего времени механизмах объясняющих, появление шумов в МОП-транзисторах связывется влиянием носителей заряда, захваченных дефектами в окисном слое, на стоковый ток. 

В последние годы с появлением возможностей получения наномасштабных МОП-транзисторов, результаты полученные в опытах не совпадают с результатами теории [1, 2]. В связи с этим является актуальной задачей изучение влияния носителей заряда, введенных в окисный слой или на границу окись-полупроводник МОП-транзистора на ток стока. 

Для моделирования распределения введенного зарядового поля был использован программный пакет TCAD Sentaurus фирмы Synopsys.  В нашем случае мы ограничились случаем 2-мерного моделирования. В этой работе сравниваются результаты распределения носителей заряда, образованного на поверхности полупроводника, при введении единичного заряда в окисный слой и на границу оксид-полупроводник МОП-транзистора. 

Для оценки влияния единичного заряда предполагается, что в первом случае единичный положительный заряд распределен в области длиной 2 нм в центре окисного слоя, во втором случае же локальный заряд находится на границе оксид-полупроводник. 

Результаты моделирования показали, что в обоих случаях введения единичного заряда концентрация носителей заряда на поверхности полупроводника, в центральной части вдоль канала значительно увеличивается. В случае локализации единичного заряда на границе раздела этот эффект становится еще заметнее. Это можно объяснить тем, что введенный заряд находится ближе к поверхности полупроводника. На основе полученного результата можно сделать вывод о том, что величина шума в случае введение единичного заряда на границе окисный слой-полупроводник значительнее чем в случае введения единичного заряда в окисный слой.
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